
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد : احمد زھار
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 الحقل تأثيرذو رانزيستور تال

 العمل مبدأ 1.1

 Junction Field Effect"من ا�نجليزية (JFET و transistor bipolaire الفرق بين
Transistor"( تركيبة . ھو أن ا8ول يتحكم به عن طريق تيار و ا8خر عن طريق توترJFET  نوعN 

تعتمد  Pنوع  JFETتركيبة . Pمحاطة بحلقة من نوع  NالموصNت من نوع -تعتمد على قطبان من أشباه
المنطقة السفلى تسمى المنبع  .Nمحاطة بحلقة من نوع  PالموصNت من نوع -على قطبان من أشباه

source ،المَصرِف   العليا تسمىdrain  الشبكة و بينھما توجد grille .ا�لكترونات تمر عبر ممر ضيق 
  . JFET يحدد شدة التيار الذي يمر عبر 8نهإن عرض ھذه القناة مھم . من المنبع إلى المصرف
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  0 الشكل

. عازلة) jonction(الوصل الضعيفة حول  منطقة . PN) jonction( الحلقة و القضيب يشكNن وصل
ستكون مستقطبة بتوتر  لشبكةا، Nمن نوع  JFETفي حالة . قطر ھذه ا8خيرة يتحكم ببعد القناة وسط الحلقة

و  كبيرا UGS كانت القناة صغيرة يكون التوتر إذامن منطقة الضعف ھو انه غرض ال. سلبي بالنسبة للقضبان
   .Pو  Nمن نوع  JFETاستقطاب عادي للترانزيستور  يمثل 2الشكل .صغيرا JFET في التيار الذي المار

 Pحلقة من نوع 

 Nقضيب من نوع 
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2لشكل ا  

ممانعة . عاليةكان له ممانعة جدا و  .لكي يعمل لشبكةا في تيار أي� يطلب  JFET ترانزيستور إن
  .!TΩ 1 مثN تساوي TL071 المضخم العملياتي نوع

  JFETاصياتخ 1.2

 .كن يجب استقطاب الترانزيستور قبNل. (ID) المصرفيخلق تيار  الذي UGS  تحديدي ھ

 id(ugs) و id(uds) بيان التيارانم 1.3

ات المنحنيھذه  .معطاة UGS بد�لة توترات UDS توترالو  ID تيار المصرف يبن العNقة  أسفله 3الشكل 
 الكبير و الذي يتغير حسب ا�شباعيتجلى في توتر الفرق  .IC(UCE)مشابھة لمنحنيات الترانزيستور العادي 

UGS  المنحنيات متقاربة نوعا ما أنو. 
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3لشكل ا  

 :معناھاھذا . )أخرى قيم ھناك( في المبيان ليست سوى على سبيل المثالالقيم 

• IDSS  :تيار المصرف عند UGS = 0V. 
• UGSoff  : زم لكبح لشبكةا بينالتوترNو المنبع ال JFET. 
• Up :)الترانزيستور إشباعھو توتر  )توتر القرص @ IDSS. 
• BUgds  :وتر الكبح او الفصلت (« break down voltage ») للترانزيستور JFET. 

 Nوع ن Pوع ن

 ا�ستعمال منطقة
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بيان التوصيNتم: 4لشكل ا  

 JFET مادام صحيحةالعNقة ھذه  .UGS و ID ية الموحدة بيناتنجد العNقة الرياضي،  4الشكل في 
اصلة بين و ھو ما يشرح المسافة الف العNقة مرباعاتيةھذه . )3الشكل ( في منطقة العمليات عمNمست

  .transconductance يسمى مبيان لمبيان ا .المبيانات

 :الرياضياتية العNقة 

ID = IDSS x (1 - UGS / UGSoff)2  
 :كذلك او 

UGS = -UGSoff x (û(ID / IDSS) -1) 
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  JFET ستقطابا  1.4

 عادياستقطاب  1.4.1

 .ID بهمرغوب التيار ال إنتاج أساسمضبوط على   (Ugg) توترمولد . بسيطمثال 
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5لشكل ا  

 
 Ugg = UGS 

 ID = 10mA x (1 - -2,5V / -5V)2 = 2,5mA 

 UD = 15V - 2,5mA x 1k = 12,5V 

 

  :ؤال س - #1   

 ؟10V يساوي UD تتوتر يالضرورية للحصول عل Ugg ھي قيمةما 

 :لحل ا

 URD = 15V - 10V = 5V 

 ID = 5V / 1k = 5mA 

 Ugg = UGS = 5V ( û( 5mA / 10mA) -1) = -1,46V 

 أوتوماتيكيستقطاب ا 1.4.2

ونقطة  لشبكةا و مقاومة بين ونقطة ا�شتراكالمصرف  بيناومة الطريقة تعتمد على وضع مقھذه 
  .JFET التي تحدد ممانعة دخول المقاومة ھيھذه ).  0V يساوي لشبكةا توتر( ا�شتراك
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6لشكل ا  

، ر المنبعوتتمحدد ب UGS التوتر إذن .)تيار يمر �( v 0 يساوي لشبكةاتوتر  .UGS ع متعلق بالمنبتيار 
 ام ذو معادلتينظن إذن. تيار المنبعو يحدد  RS و الذي يحدد التوتر بين قطبي

 #1: ID = IDSS x (1 - UGS / UGSoff)2 

 #2: ID = -UGS / RS 

 : 4ستعن بالشكل االحساب معقد نوعا ما و لتسھيل و ربح الوقت  : قف

   .5V-في حالتنا  UGSoff يتمثل UGS محورفي  .10mA حالتنافي  IDSS لثمتي IDمحور في 

من  أخرىة ط�يجاد نق، في الصفر ا8صلحيت  RS/1- ميله يساوي مستقيم ةمعادلھي  2#المعادلة 
  .5V-  ب UGS نعوض المستقيم

ID=-(-5V)/1k=5mA.ياتإحداث لدينا ا©ن (-5V, 5mA).  تقاطع المستقيم و نقطة . المستقيم إذننرسم
  ).ا8يسرالمستقيم  7الشكل ( .2,5mA et 2,5V حيت يساويان، UGS و التوتر IDQ تعطي التيارالمنحنى 

 UD = 15V - 2,5mA x 1k = 12,5V 

 US = 2,5mA x 1k = 2,5V 

 UDSQ = 12,5V - 2,5V = 10V 

 
 

ا�شتراكقطة ن  
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7لشكل ا  

 :ثالم - #1   

  :لسؤال ا

 ؟ 100Ω(: IDQ, UGS, UD, US et UDSQ ب RS مع تعويض( 6 للدارة في الشكلد ج

  : لحلا

 التقاطعقطة يعطي ن 7الشكل . 1Vھو  RS بين قطبي توتراليعني ان ھذا . 10mA =تيارا  لنفترض
)0,725V et 7,25mA( )ا8يمن مالمستقي(. 

 UD = 15V - 7,25mA x 1k = 7,75V 

 US = 0,725V 

 UDSQ = 7,75V - 0,725V = 7,03V 
 


